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ご要望のカスタムコーティングを承ります。
試作1ケからの薄膜加工も可能です。

lL I,ル7Tト
●用途
反射膜、ビームスプリッター、光量調整(ND)
電極、静電防止
● 蒸着物質
AI(アルミ)、 Au(金)、 ■0(銀)、 Cu(銅)、 Pく白金)

Nl(ニッケル)、 Cくクロム)、 Ti(チタン)、 ヨn(インジウム)

Maモリブデン)、 W(タングステン)、 Pd(パラジウム)、

lKイ リジウム)、 SI(シリコン)、 Ta(タンタル)

合金 (C卜Nl,AIⅡS,,Crucu)

反射膜、ビームスプリッター、ダイクロイッ
クミラー、反射防止膜、偏光ビームスプリ
ッター
● 蒸着物質
S102、 T102、 Hf02、 Ta205、 A1203
CF203、 M9F2、 ‖90、 Zr02

,「申‐儡隋‐鉤亀

機 イオンプレーティング
による成膜加工
真空状態の中で7矛シ化させ、密着性、耐久性
を向上させます。低温コートも可能です。
機 用途
反射防止膜、反射膜、ビームスプリッター
コーリレドミラー・コールドフィルター
色分解フィルター、金属膜
● 蒸着物質
S102、 T102、 Ta205、 MgF2、 M90、 Au、 Ni、 Cu

gL透明導電膜コート(ITO)
ガラス表面上に透明な導電膜を形成
用途
電極、静電防止、ディスプレイ、タッチパネル
電磁波遮断、熱線反射

韓 パイプヘの外周コート
● パイプ外周に均―にコート可能

(径 :MAX1000、 長さ:MAX300mm)
反射膜 Al、 反射防止膜 MgF2

●

響

犠 薄膜パターンエッチング加工
金属および誘電体をエッチング処理
によリパターンを形成
Au、 AI、 Cr、 Cr203、 S102、 Ti02等

犠金属膜のコート剥離
フォトマスク基板の Cr,cr203剥離
液晶基板の導電膜(rro)剥 離

誘電体コート
⑬ 用途



SYNTHETiC
FUSED QUARTZ
○合成石英

合成石英 ι″

全成五基は、光学ガラスと比較して以下のような優れた特性を持っています。

1 純粋な Si02か ら成り、 不純物が極めて少ない。 :
2 紫外及び赤外領域の光透過率が極めて高い。
3.熱膨張係数が無機物の中で最も低く、温度の急激な変化にも強い。
4 高熱に強く、使用できる温度の範囲が大きい。        ‐

5 堅牢性に優れ、傷がつきにくい。              |
6 電機絶縁性に優れている。                  |
7.各種の化学物質、特に酸に対して、極めて安定である。
8.紫外線、X線、 ア線、中性子の放射光に対する耐性に優れている。

一般に石英 (ア モルフアスニ酸化シリコン)素材を大別すると、溶融石英と合成石英の二種類に分かれ、両者とも共通

して熱膨張係数が低〈機械的特性に優れていること、化学的に安定であることなど優れた特徴を持っています。両者の違 ′

いは、溶融石英が天然に産する水晶や珪砂を原料とし、
`ヒ

学処理を加えて粉砕。精製した水晶粉末を高熱で製造されるの

に対 し、合成石英は、先述 した通 り、四塩化珪素液を精留 した高純度な原料から気相で合成 して製造されることです。天

然原料から成る溶融石英には、どうしても1微細な粒状組織や不純物が含まれてかり、これらが部分的に屈折率を変化させ

ることで、光透過率を低下させます。 この傾向は、透明溶融石英を遠紫外領域において光学部品として用いたとき、特に

顕著に現れます。合成石英は、溶融石英に比較 して追かに純粋であるため、遠紫外領域においても優れた光透過特性を得

ることができます。また、現在、主に溶融石英が用いられている LSI製造プロセス材料について根 256K、 lM、 4

Mと LSIの 高密度化につれ、雰囲気をより高純度化する必要から、不純物が含まれる溶融石英に代わ り、不純物が桁違

いに少ない合成石英の使用が増えています。

なれ容融石英の原料である水晶と石英は化学的な成分は同じですが、その構造は全 く違 うものです。水晶は結晶構造を

持ち、激 しい温度変化によつて結晶構造を変えることができず壊れますが、石英は非品質 (ア モルファス )構造であるた

め、激 しい温度変化にも耐えることができます。





不可能を可能にする
超音波微振動複含加工技術で、
多様な加工ニーズにお応えします。

匁
匁

微小ビッチでもダメージ極小
微小径の深穴加工が可能

ツールの目詰まりがなく寿命が伸びる
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ΦO.125× 0.635

ΦO.5× 16.0

①3.0× 125.0

窒化ケイ素セラミックス

ジルコニアセラミックス

単結晶シリコン 00.5× 5.0

石英ガラス

青板ガラス 00.06×0.6



Q轟悪ご A量2り3

マ∫鋏鷺鬱鶯鬱竃2プ鬱木
ファインセラミックスの代表的材料で、ダイヤモンド(モース硬度10)に 次ぐモー
ス硬度 9と耐摩耗性に非常に優れ、耐熱性や耐薬品性などの特長も備えて
います。電気絶縁性も高く基板や碍子などの電気部品に早くから用いられて
いるほか、コストパフォーマンスに優れているため、幅広く使用されています。

獨量 鷹賤鯰燎

重 ＼

十緻密で硬度が高いため、優れた耐摩
耗性がある。幸耐熱性に優れている。
(実 用連続使用で、1000°Cま で使用可
能)幕耐薬品性に優れている。中機械
的強度に優れている。器高温における
絶縁低抗、高電圧に対する絶縁耐力が
優れている。守比較的安価である。

癬耐摩耗ライナ檬真球ボール聖製
紙用部品最耐熱部品勢伸線用口
―ラー緞ポンプ部品警メカニカルシ
ール憮ノズル寺ベルトクリーナー黎
シリコンウェハー用ハンド難その他
半導体製造関連部品静精密機械
部品等

Zr躊2

響巫磯炒写筐鬱酸y,A
応力誘起型のマルテンサイト転移メカニズムによって加えられた応力を吸収す
るため、エンジエアリング用セラミックスの中で、常温では最も機械的強度と高
靭性を持つ材料です。また熱膨張率が金属に近く、金属との組み合わせが比
較的容易なのも、ジルコニアセラミックスの特長です。

鶴仁 菫骰爾燎
キ機械的強度、破壊靭性値が優れてい
る。■熱膨張率が金属に近く、金属との
接合に適している。黎耐薬品性、耐蝕性
に優れている。中比重が大きい。豊耐摩
耗性に優れている。寺低熱伝導率であ
る。

母線引ф伸管器押出用の各種ダ
イス難伸管用プラグ攀各種ガイドロ
ーラー器空圧・液圧用各種バルブ ″
中各種軸受部材攀粉体用部品獣
粉砕・混練用メディア等

巫 3濾4

瞑≪緑⑪ぱ鱚茫吻簸ジレ貪
非酸化雰囲気(不活性ガス雰囲気)で高温焼結した緻密なセラミックスです。
炭化ケイ素に次ぐ共有結合の強さを持ち、耐熱性、高温強度、硬度に優れて
いるため、高温構造材料に適しています。用途に応じて、各種の窒化ケイ素が
あります。

晰瞑 量は餘燎
事熱衝撃に強く、熱膨張係数が小さい。
■機械的強度が大きい。特に高温での
曲げ強さが大きい。■化学的に安定で
あり、耐摩耗性・耐蝕性に優れている

警熱交換機寺ロータキバーナノズ
ル●反応管毒真球ボール摯ベルト
クリーナー寺軸受鬱金属溶解用バ
ルブ幸増蝸事化学プラント部品幸
流出ノズル等

祗‡⑨
釉魃⑪イ烙鐘蒻竃鸞プ鬱影

共有結合の強い人工鉱物であり、アルミナ、窒化ケイ素を上回る硬度がありま
す。特に摺動摩耗に強い特性を持っている材料が炭化ケイ素セラミックスで
す。高温下でも強度を保ち、優れた耐蝕性も備えています。

晰仁 量は巫緻
幸硬度が高く耐摩耗性に優れている。
手耐蝕性に優れている。■耐酸化性に
優れている。モ高温でも強度が低下しな
い。キ高熱伝導率である。

よメカニカルシニル姜軸受4ベアリ
ング■粉砕機のライナ事ケミカルポ
ンプ部品■化学プラント部品幸バ
ーナー幸ノズル手熱交換器等



技術資料 (その他のガラス)

●パイ レックスこガラス
(PYREXO)

CORNING社 (ア メリカ)のガラスで、無色透明のホウケイ酸ガラスから製
造されます。
主成分であるS102の合有量が約80%あ る為熱1彰張係数が少さく、耐熱性に
すぐれ熱衝撃に強いガラスです。又耐摩耗性にもすぐれている為キズがつ
きにくいガラスです。(パイレックス①は米国CORNING社 の登録商標です)

●テンパックスCガ ラス
(TEMPttρ)

SCHOttT社 (ドイツ)のガラスで、ホウケイ酸ガラスです。
成分及び特性はほとんどパイレックスガラスと同じで、この二つのガラス
は溶着が可能です。(テ ンパックス①はドイツSCHOttT社 の登録商標です)

●白 板 ガ ラ ス
(WH:TE CROWN)

DESAG社 (ド イツ)のガラスで高透明度クラウンガラスです。熱膨張係数
が95と 大きい為、パイレックス、テンパックスと比較すると、熱衝撃性に
弱く、400nm以下の透過率も若干悪くなります。

●ブラ ック石 英 ガ ラス
2.5μ mか ら5μ mの間の波長をわずかに透過するだけで紫外一可視一赤外と
全く不透過のブラック石英です。
熱膨張係数や耐熱性は透明石英と全く変わりません。

■透週率特性
100

80

透 60
過

率 40
%
20

250         300         350         400     1    2    3    4
波長 (nm)                      (μ m)、

パイレックス/レ′/
テンパックス /   ′

/白板

ブラック石英 ●
、

■その他の特性

特性
材質 パイレックスC テンパックス① 白板 ブラック石英

屈 折 率 nd(λ =588nm)
熱 膨 張 率 (20～ 300℃ )

軟 化 点 (℃ )

徐 冷 点 (℃ )

比    重 (g/cm3)
ヌ ープ硬 度 (kg/mm2)
ヤ ン グ 率 (kg/cm2)

1.474
32× 10~7/℃
821
560
223
418

6.4× 105

1.472
32× 10~7/℃
820
568
2.23
480

6.3× 105

1.523
95× 10~7/℃
708

2.55
542

6.5× 10~7/1c

l,650
1,180
2.2

600



エッチング加工

営業品 目一覧
菫 各種版下作成及び撮影
菱 エマルジョンマスク (H tt P)
霧 ハー ドマスク (Cr,CrttOr203)
墾 蒸着 Crフ ォ トエッチング

各種スリット及びピンホール,顕微鏡接眼スケール
各種ガラススケール,ェ ンコーダースリット

雲 蒸着 AIフ ォトエッチング
ビームスプリッター用 ミラー,カ メラ用光像枠 ,

反射型目盛

蒸着 Cuフォトエッチング
各種電極

1丁0フ ォトエッチング
液晶セル

Auフ ォトエッチング (蒸着,電解)

各種電極 ,液晶セル
解像力測定用チャー ト
レンズ用 ,手し剤用 ,フ ォトレジス ト用

大型ハードマスク (最大400× 4CIClズ 3t)

多層膜パターンニング
グレーティィグ,透過型カラーパターン,撮像管
フィルター,位相差フィルター

積層薄膜フォトエッチング
ITO+NiCrttAu,ITO+Al,ITO+Cu,
Cr+Cu,Cr+Al,  ″

重 真空蒸着
Cr, Al, Au, MgF2, SiO, Si021 Ni,
C r203, NiCr, Cu,ITO,

菱

肇

嚢

鮨

■
　
■

霞 ハーフカラー蒸着
覇 反射カラー蒸着
璽 N,Dフ ィルター

璽 ステップタブレット
|)ステップタブレットによる解像カチャートの作成。
1)ス テップタブレットと解像カチャ

「
卜の合成。

m)石英基板上にステップタブレットの構成。
菫 ガラスフォトェッチング・

各種目盛 (黒色 ,自 色,赤色 その他 充損)

タコF「 刷用原板
藝 金属薄板フォトエッチング

ステンレス,燐青銅,SK,ベ リリウム銅
獲 サンドブラストパターニング 及び 塗装

反射防止塗装
嚢

０
）
この他どのようなパターン,

多少にかかわらず製作いたし
サイズの特注も申し付け下さい。
ます。
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